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：半導体レーザおよびその製造方法
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半導体レーザ

半導体レーザ、
共振モードが切り替え可能な半導体レーザ

レーザ発振のためのしきい値電流を低減すると共に発振モードの切り替えが容易
な半導体レーザを提供する。

本発明によれば、正極からキャビティへ注入される注入電流の拡がりがストライプ
層によって抑制されるので、レーザ発振のためのしきい値電流が低減され、またそ
の結果、シングルモード、ツインモード並びにロッキングモードの切り替えるための
電流が少なくて済み、発振モードの切り替えが容易となる。

本発明に係る半導体レーザは、基板1上に設けられたキャビティ２にはレーザ光を
出射する活性層を含んでおり、キャビティ２上にはリング形状のストライプ層４並び
にそのストライプ層４上にリング形状の正極５が形成されていて、ストライプ層４は正
極５からキャビティ２へ注入された注入電流の拡がりを抑制している。


